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R5F51117ADFL#1A R5F51306BDFK#30 R5F51307ADFM#10 R5F52315CDFL#10
R5F51117ADFL#3A R5F51306BDFK#50 R5F51307ADFM#30 R5F52315CDFL#30
R5F51118ADFL#1A R5F51306BDFM#30 R5F51307ADFM#50 R5F52316CDFL#10
R5F51118ADFIL#3A R5F51306BDFN#10 R5F51308ADFM#10 R5F52316CDFL#30
R5F51117ADFK#1A R5F51306BDFN#30 R5F51308ADFM#30 R5F52305ADFM#10
R5F51117ADFK#3A R5F51306BDFN#50 R5F51308ADFM#50 R5F52305ADFM#30
R5F51118ADFK#1A R5F51305BDFP#10 R5F51307ADFN#10 R5F52305ADFM#50
R5F51118ADFK#3A R5F51305BDFP#30 R5F51307ADFN#30 R5F52306ADFM#10
R5F51117ADFM#1A R5F51305BDFP#50 R5F51307ADFN#50 R5F52306ADFM#30
R5F51117ADFM#3A R5F51306BDFP#10 R5F51308ADFN#10 R5F52306ADFM#50
R5F51118ADFM#1A R5F51306BDFP#30 R5F51308ADFN#30 R5F52315CDFM#10
R5F51118ADFM#3A R5F51306BDFP#50 R5F51308ADFN#50 R5F52315CDFM#30
R5F51137TADFM#1A R5F51307ADFL#10 R5F51307ADFP#10 R5F52316CDFM#10
R5F51137ADFM#3A R5F51307ADFL#30 R5F51307ADFP#30 R5F52316CDFM#30
R5F51138ADFM#1A R5F51307ADFL#50 R5F51307ADFP#50 R5F52305ADFP#10
R5F51138ADFM#3A R5F51308ADFL#10 R5F51308ADFP#10 R5F52305ADFP#30
R5F51137ADFP#1A R5F51308ADFL#30 R5F51308ADFP#30 R5F52305ADFP#50
R5F51137ADFP#3A R5F51308ADFL#50 R5F51308ADFP#50 R5F52306ADFP#10
R5F51137ADFP#5A R5F51307ADFK#10 R5F52305ADFL#10 R5F52306ADFP#30
R5F51138ADFP#1A R5F51307TADFK#30 R5F52305ADFL#30 R5F52306ADFP#50
R5F51138ADFP#3A R5F51307TADFK#50 R5F52305ADFL#50 R5F52315CDFP#10
R5F51138ADFP#5A R5F51308ADFK#10 R5F52306ADFL#10 R5F52315CDFP#30
R5F51306BDFL#30 R5F51308ADFK#30 R5F52306ADFL#30 R5F52316CDFP#10
R5F51306BDFK#10 R5F51308ADFK#50 R5F52306ADFL#50 R5F52316CDFP#30
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